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 Généralement, les différentes couches qui couches qui composent les cellules photovoltaïques 

en Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) sont  réalisées, autant en laboratoire qu’en industrie, par des méthodes de dépôt 

ou de croissance différentes. Le contact arrière en molybdène et la fenêtre optique en ZnO:Al (AZO) 

sont déposés par pulvérisation cathodique, le CIGS par sélénization ou co-évaporation et la couche 

tampon en CdS par bain chimique. Ces techniques de dépôt issues de décennies de développements, 

souvent empiriques dans les premières années, ont permis d’atteindre des rendements de plus de 20%. 

Mais ils n’ont pas été spécialement conçus pour une production industrielle. Si l'on ajoute que la 

compréhension du fonctionnement des cellules CIGS a beaucoup progressé ces dernières années, il nous 

a semblé pertinent de développer un procédé alternatif destiné à une production industrielle. Nous 

présentons nos premiers résultats de cellules réalisées uniquement par pulvérisation cathodique, le CIGS 

étant déposé par pulvérisation cathodique en mode DC pulsé, et sans chauffage intentionnel, à partir 

d’une cible unique sans apport supplémentaire de sélénium. Un recuit de recristallisation sous azote est 

effectué après dépôt. Afin d’éliminer le cadmium, la couche tampon est réalisée en Zn(O,S) obtenu à 

partir de deux cibles, une de ZnO et une de ZnS. Les premières cellules complètes ont permis d’afficher 

des rendements approchant 1% avant toute optimisation et sans, actuellement, avoir réalisé de traitement 

thermique après le dépôt de la couche tampon et de la fenêtre optique, toutes deux déposées sans 

chauffage intentionnel. A notre connaissance, ce sont les premiers résultats présentés de cellules CIGS 

réalisées entièrement par pulvérisation cathodique sans chauffage intentionnel lors du dépôt, et sans 

cadmium. Une vue en coupe de cellule est présentée Fig. 1., ainsi qu’une mesure I-V sous éclairement 

Fig. 2. Les pistes pour faire augmenter le rendement sont nombreuses : amélioration de la jonction par 

recuit, optimisation de l’apport en sodium, optimisation de la composition du Zn(O,S) pour améliorer la 

barrière, optimisation optique des épaisseurs, etc.  

 

 
Figure 1 : Image MEB en coupe d’une cellule 

CIGS réalisée entièrement par pulvérisation 

cathodique 

 
Figure 2 : Caractéristique I-V sous éclairement 

(AM1.5G): Voc=111mV, Jsc=24 mA/cm², 

FF=30%, η=0,82% 
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